提高阴床再生时二氧化硅的洗脱率

摘要：提高阴床再生时二氧化硅的洗脱率，不仅能提高阴树脂的再生效果，而且能提高阴床的运行周期，进一步提高阴床出水水质，从而减轻混床负担。
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阴床出水的主要控制标准就是二氧化硅，当二氧化硅超过标准时，此时阴床就已经失效，由于阴树脂的交换容量小，再生效率较低，因此提高阴床再生时二氧化硅的洗脱率，可以提高较难再生的阴树脂的再生效果。下面就提高阴床再生时二氧化硅的洗脱率方法作一些探讨。

1、 用热除盐水对再生前的阴树脂中的二氧化硅进行洗脱

根据阴树脂除硅的机理与特性，采用热除盐水对失效后、再生前的阴树脂中的二氧化硅先进行洗脱再对树脂进行再生的方法，不仅再生提高效果，还可以减少再生用碱量。

1、理论依据

（1）我们知道，强碱阴树脂除硅是离子交换反应除硅，其反应式如下：

                ROH + H2SiO3 =RHSiO3  + H2O

在运行过程中的树脂层中，RHSiO3 型树脂失效层将不断向出水口移动，且失效层将不断累积增加，在接近出水口区域时，出水漏硅，硅含量超标，也就是我们所说的“阴床失效”。阴树脂的工作特点是：交换容量较小，再生效率较低，如果在树脂失效后我们先除去一部分硅，则再生效率就会提高，交换能力也随之增强。

（2）稀溶液中，强碱阴树脂对主要离子的选择性如下：

SO42-＞NO3-＞CL-＞OH-＞HCO3-＞HSiO3-
从以上顺序得知，几种主要阴离子中HSiO3-的选择性最弱，它和树脂的结合是最不稳定的，且HSiO3-型树脂易水解：

RHSiO3 + H2O = ROH + HSiO3
上述反应是一个吸热反应，如果用热除盐水对之进行洗脱，水提供的热量有利于水解的进行，而且水本身也是一个弱电解质，温度升高时，水的电离度会增高，据一些资料介绍，500C时水中氢氧根溶度是100C的3-5倍，氢氧根的增加能促进RHSiO3的水解。

（3） SiO3-、OH-进出树脂表面均是膜扩散，热除盐水洗硅可以看成是二氧化硅在水与树脂两相间的扩散行为，水温的提高能促进这种扩散。

根据以上三个方面得出：热除盐水可以洗脱失效阴树脂中的部分二氧化硅，也就是说失效阴树脂在再生前先用热除盐水冲洗一遍，可洗脱树脂中的一部分二氧化硅。之后再再生，可减轻再生剂负担，减少再生剂量，同时可以提高较难再生的阴树脂的再生效果。

（1） 2、操作方法

（2） 对于运行后正常失效的阴床，先测出其出口水中的二氧化硅量。

（3） 然后将除盐水以再生的方向和流速，以3倍于树脂层体积的水通

过失效阴床进行硅洗脱。

（4） 洗脱完毕后再进行出口水中二氧化硅含量的测定。 

（5） 然后按正常的再生步骤进行再生。

2、 降低再生时的流速

低流速可增加树脂与碱液接触时间，使交换反应更彻底。在反离子浓度大于0.1M的情况下，树脂离子交换速度主要受孔道扩散速度控制，而再生液浓度至少在1%以上，所以，虽然稍低的流速会使树脂周围的水膜变厚而减慢膜扩散速度，但对整个离子交换不会造成影响。

3、 降低再生液浓度

降低再生液浓度，利于树脂的双电层扩张，从而使再生更彻底。

4、 采用分步再生法

因为树脂失效后将进行反洗，反洗后树脂层将打乱，因为经过反渗透后，失效后的阴树脂大部分呈HSiO3-，采用两步再生法，先稀后浓，首先将树脂中大部分HSiO3-交换出，再降低再生液浓度，把残留的HSiO3-和强酸离子去掉。

5、 改变再生中“置换”的控制方式

再生结束后，保留进碱门一定开度，控制碱液浓度在0.1%-0.2%，流速适当提高。保留置换液一定的碱度，是因为保持置换液中反离子浓度[OH-]>[SiO32-]，从离子交换平衡原理可知，将能有力地抑制SiO2对底部阴树脂地污染，确保保护层树脂的高度再生，同时也可置换出再生废液，而且由于浓度较低，利于树脂双电层的进一步扩张，可使树脂颗粒内部残存的HSiO3-得到更彻底的清除。置换结束后，转小正洗，然后大正洗

